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ТЕПЛООТВОД НА ОСНОВЕ АЛМАЗА СО ВСТРОЕННЫМ 

ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В настоящее время все более широкое применение находят ал-

мазные теплоотводы, основанные на высокой теплопроводности алма-

за. Применение таких теплоотводов для полупроводниковых прибо-

ров может значительно улучшить тепловые характеристики таких 

устройств. Датчик температуры, встроенный в алмазный теплоотвод, 

позволит контролировать температуру приборов.  

Целью работы являлось создание теплоотвода на основе синте-

тического HTHP алмаза со встроенным датчиком температуры, изуче-

ние его характеристик, моделирование и оптимизация процессов теп-

лопереноса. 

Термочувствительные датчики создавались в пластине, выре-

занной из кристалла синтетического алмаза производства РУП “Ада-

мас БГУ”. На поверхности пластины с помощью ионной имплантации 

формировались контактные и резистивные области. Пластина с тер-

морезисторами была приведена в тепловой контакт с медной пласти-

ной через слой теплопроводящей пасты. Численное моделирование 

динамики изменения температуры в разных точках алмазного тепло-

отвода проводилось с использованием прикладного программного па-

кета ANSYS. 

Измеренные и рассчитанные кинетики изменения температуры 

теплоотвода, в точках, расположенных на различных расстояниях от 

нагревателя, показали хорошее соответствие компьютерной модели и 

реального прибора. Также было проведено моделирование влияния 

геометрических размеров алмазной пластины, толщины и теплопро-

водности пасты на быстродействие теплоотвода. Разработанная ком-

пьютерная модель позволит оптимизировать систему охлаждения 

мощных полупроводниковых приборов.  


